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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS A
SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techni
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expri
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréee

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la C
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ce
les recommandations de la CEI dans la mesure ol les condifions nationa

4) On reconnait qu’il est désirable que I’accord international
nationales de normalisation avec ces recommandatiozs

147 de la CEI. La pr
147-1dela CEL

Quatre projets™ant € & e
cés lors d’une pion{tenue alInterfaken ¢ 196
la Régle des SixXMVof8en qgilt 1968,

a Particle ANdu mencé lors d’une réunion tenue & Tokyo en 1965. Un projet fut soumis & Papprobation
des Coniités na t laNRegle des Six Mois en octobre 1966, tandis que le chapitre III - section un —résulte de
travga rs d’une réunion tenue a4 Bad Kreuznach en 1963; un projet fut soumis a Papprobation

Afrique du Sud Japon

Allemagne Pays-Bas

Australie Pologne

Autriche République Populaire de Chine
Belgique Roumanie

Canada Royaume-Uni

Corée (République de) Suede

Danemark Suisse

Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie

Finlande Turquie

France Union des Républigues Socialistes
Israél Soviétiques

Italie Yougoslavie

Le Comité national allemand a voté contre la publication de Particle 4 du chapitre 1. Le Comité national suisse a voté
contre la publication des articles 2, 3 et 4 du chapitre L.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES AND
GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of measuring methods

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical €ommittees ot\which all the

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepté
sense.

3) Inorder to promote this international unification, the I E C expresses the ¥

4) The desirability is recognized of extending international agreement on
national standardization rules with these recommendations j
Committees pledge their influence towards that ¢

&1 of Chapter I results from the work started at a meeting held
ittees for approval under the Six Months’ Rule in August 1963,

Four different drafts were u d for th
in Interlaken in 1961, i d

Netherlands
g People’s Republic of China
Belglum Poland
Canada Romania
Czechoslovakia ) South Africa
Denmark Sweden
Finland Switzerland
France Turkey
Germany Union of Soviet Socialist Republics
Israel United Kingdom '
{taly United States of America
Japan Yugoslavia

Korea (Republic of)

The German National Committee voted against the publication of Clause 4 of Chapter 1. The Swiss National Committee
voted against the publication of Clauses 2, 3 and 4 of Chapter 1.
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CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDUCTEURS

SECTION TROIS: DIODES DE REDRESSEMENT

1. Caractéristiques électriques

1.1 Précautions générales

1.1.1  Précautions générales pour les mesures en courant continu

Pour la mesure de la caractéristique directe d’une diode de redressement & semiconducteurs, la
qualité de la source de courant continu n’est pas considérée comme importante, pourvu que le taux
d’ondulation créte a créte soit inférieur & 10%,

Pour la mesure de la caractéristique inverse, le taux d’ondulati® &te de la source de
tension ne devra pas excéder 1%. On devra prendre grand g
tension de la diode de redressement puisse étre dépassée par

1.2

1.2.1

la diede; I¢ courant inverse est mesuré sous des conditions spécifiées.

(O

.

F1G. 1. — Circuit de mesure du courant inverse (méthode en courant continu).
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CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION THREE: RECTIFIER DIODES

1. Electrical characteristics

1.1 General precautions

1.1.1  General precautions for d.c. measurements

For the measurement of the forward characteristic of a semiconductor rectifier diode, the quality
of the source of direct current is not considered to be important, provided that the peak-to-peak
ripple is less than 10%.

rectifier diode are not exceeded due to any voltage transients.
1.1.2  General precautions for a.c. measurements

the oscilloscope

ake suitable precautions
to avoid pick-up, e.g. a screened trans S & ing.\Care should also be taken to

should be specified

The meaSuremen d be performed\anly after thermal equilibrium has been reached.

1.2 Reverse currg

1.2.1 D.C.
easurement of the reverse current is shown in Figure 1.

¢ voltage is applied through a protective resistor and the reverse current is

*—

F1G. 1. — Circuit for the measurement of reverse current (d.c. method).
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1.2.2  Méthode de I'oscilloscope

La figure 2 correspond & un circuit fondamental pour la mesure du courant inverse instantané,
On peut utiliser une source de puissance soit a forte impédance, soit 4 faible impédance, comme
indiqué respectivement dans les figures 2a et 2b. La courbe courant-tension est présentée sur
un oscilloscope.

R3 [V

o o

Ry

Dans la figurk
résistance shiyat R

Tens@

FiG. 3. — Circuit de mesure de la tension directe (méthode en courant continuy).
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1.2.2  Oscilloscope method

The basic circuit for the measurement of instantaneous values of reverse current is shown in
Figure 2. Either a high-impedance or a low-impedance power supply may be used, as shown in
Figures 2a and 2b respectively. The voltage-current curve is displayed on an oscilloscope.

Ry

FiG. 2b Fi1G. 2a FiG. 2

D = diode under test

Rs = resistor, high resi

Rs = resistor, low resjstangé

forward and reverse currents to the sa

In Figure 2b, a volta

1.3 Forward vo

1.3.1 D.C. methoa

iodeds connected across a shunting resistor Rs.

basic cirguit\ for measurement of the forward voltage is shown in Figure 3. The
spécified f ent is applied through the diode, and the forward voltage drop across the
diodeterminals\s megstired under specified conditions.

R

N
™N
(<)
N
N
LA

FIG.;_3. — Circuit for the measurement of forward voltage (d.c. method).
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1.3.2° Méthode de l’oscillbscope

La figure 4 correspond a un circuit fondamental pour la mesure de la tension directe
instantanée. Un courant sinusoidal, simple alternance, traverse la diode mesurée dans le sens direct
et la courbe tension-courant est présentée sur un oscilloscope.

On devra prendre soin d’éviter Pinstabilité thermique.

o
D

o]

s N

(o] 7

Ry
Ry
— "} ©

diode mesuré

1.4

D

Il

diode mesurée

S = source de courant ajustable, & impédance €levée

La résistance Ry et la diode D1 sont choisies de telle sorte que, lorsque la diode a mesurer et D1 sont polarisées en inverse,
1a quasi totalité de la tension de polarisation est appliquée aux bornes de Di.

FI1G. 5. — Circuit de mesure de la tension directe moyenne.
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